Особенности измерения переходных процессов в полупроводниковых барьерных структурах с низкой подвижностью носителей заряда
Романов А.Г.
студент, 

Рязанский государственный радиотехнический университет,
Институт магистратуры и аспирантуры, Рязань, Россия
E-mail: alex7371@yandex.ru
Для изучения неупорядоченных полупроводников применяется метод компенсации тока нестационарной фотопроводимости (МКТНФ), который позволяет получить данные об электрофизических свойствах материалов, обладающих высоким омическим сопротивлением. МКТНФ позволяет измерить распределение напряженности F(x) и электрического поля в области пространственного заряда полупроводника, плотность объемного заряда и ширину ОПЗ, а также распределение плотности локализованных состояний по энергии в щели подвижности [1].
 На рис. 1 представлен график, на котором отражен физический смысл МКТНФ. Суть метода заключается в измерении коэффициента собирания носителей заряда в зависимости от напряжения внешнего электрического поля. Носители заряда генерируются коротким импульсом монохроматического света. Импульс внешнего напряжения прикладывается навстречу внутреннему полю. В исследуемой структуре возникает суперпозиция полей, где в точке Xc электростатический потенциал имеет минимум, а напряженность поля равна нулю. В неупорядоченных структурах время максвелловской релаксации достигает значений до 103 с, так что внешнее электрическое поле в них не успевает перераспределиться. В результате возможно определить величину внутреннего поля по значению внешнего поля, при котором коэффициент собирания заряда равен нулю, т.е. имеет место компенсация переходного фототока [2].
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Рис.1. Зависимость распределения потенциала; 1 – внутреннее поле;

2 – внешнее поле; 3 – суперпозиция внутреннего и внешнего полей
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где d – толщина исследуемой структуры.

Изменяя длину волны монохроматического излучения и, в свою очередь, коэффициент оптического поглощения, можно изменять положение координаты Xc. В этой точке внешнее поле компенсирует внутреннее, что позволяет получить распределение напряженности внутреннего электрического поля по толщине структуры.
На рис 2. представлены зависимости распределения внутреннего электрического поля для структуры Me/a-Si:H с барьером Шоттки (а) и для – p-i-n структура Me/a-Si:H/TCO/Me (b), полученные экспериментально методом компенсации тока нестационарной фотопроводимости [3]. 
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Рис.2. Экспериментальные результаты измерения внутреннего электрического поля в барьерных структурах: a) – структура Me/a-Si:H с барьером Шоттки, b)  – p-i-n структура Me/a-Si:H/TCO/Me
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